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SPOS6B OTRZYMYWANTA POZPRZEWNODNIKOWEJ DIODY POJEMNOSCIOWES

Przedmiotem wynalazku jest sposéb otrzymywania péiprzewodnikowej diody pojemmoscio=-
wej, stanowigcej ztacze prostujace metal - pdivrzewodnik, charakteryzuiacej sie wysoksg
pojemnoscia C1 i wysokim stosunkiem przestrajania C1 , 3zczegdlnie przydatnej w ukladach

generacyjnych do przestrajania generstordw, w filtrach strojonych oraz tam, gdzie stoso-
wane sg kondensatory przestrajania o duzych pojemmosciach, na przykiad w radioodbiormikach
pracujacych na zakresie fal Srednich i dfugich.

Z dotychczas znanych metod wytwarzania diod pojemnosciowych nalezy wymienié przede
wszystkim najczesciej stosowansg metode dyfuzyjng, polegajaca na wprowadzaniu domieszek
do péiprzewodnika typu n, ktérym sg najczesciej pzytki Si, za pomocg dyfuzji w wysokiej
temperaturze, w atmosferze gazu ochronnego, zawierajgcego duzg koncentracje atoméw domie=-
szek. W wyniku dyfuzji domieszek w gigb plrytki, zmienia si¢ typ péiprzewodnika na p., Tek
otrzymane z¥gcze p - n wyposasa Si¢ nastepnie w kontakty omowe.

Imma znana metoda, stopowa, polega na podgrzewaniu p2ytki péiprzewodnika typu n z
umieszczonym na Jej powierzchni metalem domieszkowanym. W temperaturze okotzo 160°c uzys=
kuje sig stop tych metali, dajqecy w procesie ochiadzania w poblizu obszaru typu n obszar
typu p.

Znane jest takie wytwarzanie zXacz metodq epitaksji, polegajgaca na tworzeniu warstwy
p na podlozu typu n w drodze reakcji chemicznej, transportu w fazie gazowej, w temperatu-
rze ponizej temperatury topnienia péiprzewodnika,

Wspomrmieé Jeszcze nalezy o sposobie wytwarzania diod pojemmoseiowych typu Schottky’ego,
przez nazozenie na podioze krzemowe typu nt eplitaksjalnie cienkiej warstwy typu n, a nastep=-
nie drugiej warstwy metalu. Uzyskane ztacze wyposaza sie w kontakty pragdowe.

Do zasadniczych niedogodnosci opisanych sposobéw nalezy trudnos$é uzyskania dusych
pojemnosci oraz duzego stosunku przestrajania C1 .
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Celem wynalazku byto opracowanie sposobu otrzymywania diod pojemnosciowych, charakte-
ryzujacych aie duzg zmiang wartosci pojemnodci przy wzroscie napiecia zapirowego ne dio-
dzie, wykagujgcych niejednorodny rozkiad domieszek, o malejacym gradiencie koncentraecji
ze wzrostem glebokosSci od metaliczne] bariery prostujgce] i posiadajgcej strukture zigcza
prostujgcego metal - pdXprzewodnik. Cel ten osiggnieto sposobem wediug wynalazku, ktérego
istota polega na wprowadzaniu do stanowiacego péiprzewodnik typu - p monolkrysztatu krzemu,
substancji domieszkujgcych metodg implantacji.

WedYug wynalazku, stenowigcy péiprzewodnik monokrysztet krzemu typu p, korzystnie
jednostronnie polerowany, po uprzednim trawieniu i oczyszczeniu chemicznym pcddaje sie
implantacji jonami domieszek akceptorowych, przy energii implantowanych jondéw 30-160 keV,
dawce jondéw 101221013 j/cmz, nastepnie po implantecji prdébke wygrzewa sie w préini w
temperaturze 500-1000°¢C przez okres 0,5-2 godzin, po czym na podXoze nancsi sie przez
naparowanie prézniowe, przy cisnieniu 5x1076 - 5x10' mm Hg kontakt omowy Au 1 bariere
prostujaca z indu lub cyny w postaci warstw o grubosci 0,3 - 0,5 um. Bariere prostujacsg
z indu lub cyny stenowig krazki o sSrednicy 0,9 = 2 mm. Jako domieszki akceptorowe w
sposobie wed*ug wynalazku stosuje sie zwzaszcza jony boru B+, glinu A1+, galu Ga+,
indu In* 1 talu T1%, Diode pojemnosSciowg uzyskuje sie po zamontowaniu wykonanej diody
na podstawie i zahermetyzowaniu.

Uzyskane gposobem wedYug wynalazku diody pojemnosciowe wykazuja wtasnosci proatow=-
nicze w zakresie napieé =12V 42V, posiadajg duze pojemnosSci, duzy stosunek przestra-
jania C1 oraz w pewnym obszarze rapieé liniowa zaleznosSé pcjermosci od napiecia,

2
Przyk1tad, Do wykonania diody uzyto monokrysztax krzemu typu p o grubosci

300 um. Ptytke oczyszczono najpierw przez zanurzenle na okres 1,5 minut w roztworze
trawigcym zawierajgcym mieszanine o sktadzie w stosunkach objetosSciowych: 5 czesci ste-
zonego HF, 3 czesSci stezonego HNO3 oraz 9 cz¢sSci wody 1 nastepnie przez przemycie

w 1 n HF.

Nastepnie p2ytke umieszczono w komorze implantacyjnej i implantowano jonami talu
T1* z energig 90 keV do momentu uzyskania dozy jondw 1013 J/cmz. Po tym czasie piytke
umiegzczono w ukladzie prdzniowym i wygrzewano w temperaturze 600°C przez 2 godziny.
Nastepnie naparowywano zzoto w celu otrzymania kontaktu omowego orez ind w celu otrzy-
mania kontaktu prostujgcego. Po wyjeciu z préini catoséé zamontowano na podstawie 1
przylutowano kontakty pradowe.

Uzyskana dioda posiadata nastepujgce parametry: napiecie pracy O & 12V, zakres
pojemnosdci 1600 pF &+ 160 pF. Pojemnos¢ mierzono przy czestotliwosei 0,5 MHz,

Zataczona tabela przedstawia varametry diod pojemnosciowych uzyskanych opisenym
w rrzyktadzie sposobem, po domieszkowaniu implantacyjnym krzemu typu - p atomami B,

Al, Ga, In, T1 w zaleznosci od warunkéw technologicznych otrzymywania.

Wynalazek Jest dodatkowo objaéniony na rysunku, na ktérym fig. 1 przedstawia schemat
diody w przekroju, fig. 2-charakterystyke pradowo-napieciowsg, fig. 3 = charakterystyke
napigciowo-pojemnosciows. Jak uwidoczniono, diode stanowi ptytka péiprzewodniks p 3 z
wytworzong implantacyjnie struktura p+ - p. Na plytce 3 od strony niezaimplantowane]
znajduje sie napylony kontakt omowy ze zXota 2, natomiast od strony implantacyjnej znaj-
duje sie¢ kontakt prostujgcy z indu lub cyny 1.

Fig. 2 przedstawia charakterystykg pradowo=-napieciowg diody przy nastepujgcych
perametrach: energia jondw 90 kev T1t przy orientacji prytki krzemoweJ Si<:1117'typ prze-
wodnictwa - p, doza jonéw 1x1013 j/cmz, temperatura wygrzewania T, 600°C, czas wygrze-
wanla 2 godeginy, kontakt omowy-ztoto Au, kontakt prostujgcy-ind In. Srednica zlacza
elektrody indowej 1,6 mm.
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Pig. 3 pokazuje chareﬁteryatyke napigciowo~pojemnosciowg diody uzyskane] przy
identycznych parametrach poilanych dla fig., 2, przy czym krzywa 4 obrazuje Srednice
z2gcza indowego 0,9 mm, & kizywa 5 - Srednice zlgcza - 1,6 mm.

Tabela
boptens=| Berstn | nuvsa jonw | ey | Czee wy |vekgn mac| oiees
tacji pracy
B* 30 keV |2,5x10'2 j/cm?® | 500°C 0,5h |0VT,27V X300pF-100p?
nt 30 kevV |2,5%x10'2 j/em? | 400°C 0,5h |ov-av X1100pP=100pP
cat 60 keV 2x10'2 j/em? | 600°C 1h |ov-3zv X600pF- SOpF
In* 60 kev | 3x10'2 j/em® | 500°C 2h |ove2,1V X700pF~130pF
mt 90 keV 1x10'3 j/em? | 600°¢ 2h |ov-av X500pF-50pF
m* 90 keV 11013 3/em® | 600°C 2h |ov-12V XX1600pP-160pF
mt 90 keV 1x10"3 3/em? | 600°¢C 2h |0 v-12 v | ®X350007-60007

x = Srednica diody d = 0,9 mm, xx d = 1,6 mm, xxx 4 = 2,3 mm

Zastrzezenie patentowe

Sposdb otrzymywania pdiprzewodnikowej diody pojemnosciowel, znamienny
t y m, 2e stanowigcy péiprzewodnik typu p - monokrysztax krzemu, korzystnie jednostron=-
nie polerowany, implantuje sie jonami skceptorowymi, zwXaszcza B+, A1+, Ga*, Iﬁ+, Tt
2z energis implantacji 30-160 keV, przy dawce jondw 1012 - 1013 j/cmz, nastepnie prdbe
wygrzewa sie w prdzni w temperaturze 500 - 1000°¢ przez okres 0,5 = 2 godzin, Do czym na
podioze nanosi sig¢ przez naparowanie prdiniowe, przy cis$nieniu 5x10 mm Hg, kon*takt
omowy Au i bariere prostujgca z indu lub cyny w postaci warstw o grubosci 0,3=0,5 um,

oraz w przyvadku bariery prostujacej w ksztazcie krazkéw o Srednicy 0,9 = 2 mm,




\
J [[mA]
15F
1,0+
0,5F
-9,6 -80 -64 -48 -32 -16 L ulvl o
T T T T I — i I’6
Fig. 2
|
C[pF]
1500
1000
500
Uv]

-16 -3,2 -48 -64 -80 -96

Fig. 3

Pracownia Poligraficzna UP PRL. Naktad 100 egz.

Sl



	PL132898B1
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DRAWINGS
	DESCRIPTION


